8. Высокочастотные явления в полупроводниках (СВЧ и терагерцовый диапазон)
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Мы моделировали влияние микроволн на  электронную прозрачность одномерных барьеров, формируемых разными способами в двумерном электронном газе (ДЭГ). Универсальным алгоритмом [1] в рамках нестационарного уравнения Шредингера решалась задача рассеяния электрона с исходной энергией E на потенциале вида V/ch2(ax)+Vω(x)cos(ωt). Первая часть потенциала имитирует статический барьер в нижней одномерной подзоне микроконтактов, создаваемых расщепленным или сплошным затвором. Вторая часть учитывает ВЧ поле в двух крайних вариантах: либо  напряженность этого поля  не зависит от x в некоторой окрестности барьера, либо профиль Vω(x) подобен форме статического потенциала. Первый вариант означает, что облучение образца микроволнами индуцирует ВЧ напряжение между половинами ДЭГ, которые разделены широким разрезом, содержащим сужение с барьером. Это напряжение иногда усиливается соответствующей приемной антенной. Второй вариант подразумевает, что ВЧ напряжение является добавкой к статическому  затворному напряжению. Рассматривался случай, когда 1/ω (10-12с)  почти равно характерному времени пересечения электроном узкого барьера (100 нм). Расчеты показывают, что при увеличении амплитуды микроволнового поля происходит гигантский (на порядки) рост исходно низкой электронной прозрачности барьера. Исходя из этого и учитывая экспериментальные данные, представленные в [2], мы количественно объясняем недавно обнаруженный сильный фотоотклик кондактанса туннельного точечного контакта, сформированного в ДЭГ узким сплошным затвором [3]. 
Найденный расчетами эффект является многофотонным: при достаточной амплитуде ВЧ поля суммарное прохождение набирается по нескольким каналам E+nħω и максимальный вклад дают каналы близкие по энергии к вершине барьера. В открытом режиме, напротив, резко увеличивается коэффициент отражения электронов от барьера, а в центре исходной единичной ступени коэффициента прохождения возникает квазиплато, которое затем расширяется, понижается и получает дополнительные особенности. Эти эффекты еще предстоит обнаружить экспериментально. 
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